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AlGaN発光ダイオード（LED）の電力光変換効率は、殺菌能力が最も高い波長 265 nmから 300 

nmにかけて 5~10%を伺う状況にある。また、地上の太陽光に含まれる波長の下限は 280 nmであ

り、300 nm以下の波長をもつ光はガラス窓の吸収により室内では遮断される。したがってこのよ

うな波長帯は背景光雑音が極めて低く、屋内および屋外のソーラーブライド光無線通信として期

待できる。我々は既に AlGaN LED を用いて、最大データレートが 2 Gbpsを超える見通し内光無線通

信[1]や、真夏の屋外における情報伝送の実証[2]に成功している。また本学会では、通信システム全体

の最大データレートが LED の電気光応答特性によって律速されること、また、その速度が予測よりもはる

かに速いことを報告してきた[3]。本報告ではこの高速変調性の起源を調べるため、LED を実際の使用環

境下（電流注入条件下）にて駆動した時の、発光層におけるエレクトロルミネセンス（EL）像の顕微測定を

行った結果について述べる。 

実験には、発光ピーク波長が 265 nm

～300 nmの AlGaN LEDを用いた。本

LEDは裏面（サファイア基板）より光

を取り出す構造になっている。図 1(a)

には、基板越しに撮影した p側電極像

を示す（この領域がEL発光を生じる）。

また図 1(b)にはLEDの構造概略図を示

す。得られた顕微 EL 像にはサブマイ

クロスケールの不均一な発光が観測さ

れ、我々のこれまでの研究にて見出さ

れたキャリアおよび電流の共局在構造[3]と対応が強く示唆された。詳細は、当日発表する。 
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Fig. 1 (a) A p-side electrode of the sample LEDs 

with a cross-shaped pattern, (b) a cross-sectional 

scheme of the sample LEDs. 
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